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Мемристоры как энергонезависимые аналоговые элементы электрорезистивной памяти представляют значительный интерес с момента первой аппаратной реализации в 2008 году [1]. Мемристивные свойства были обнаружены в материалах на основе большого количества неорганических [2] и органических [3] соединений. Среди органических мемристивных устройств в настоящее время выделяются два электропроводящих полимера: полианилин (PANI) [4] и поли (3-гексилтиофен) (P3HT) [5]. Эти полимеры обладают совокупностью уникальных качеств, таких как биосовместимость, механическая гибкость и относительно низкая стоимость. Кроме того, принцип действия органических мемристивных элементов, основанный на окислительно-восстановительных реакциях в слое проводящего полимера, обеспечивает возможность квазинепрерывного изменения их проводимости. Данное свойство мемристора на основе P3HT было использовано в настоящей работе для моделирования простейшего регистрирующего устройства с накоплением сигнала – датчика диабета II типа.

Работа устройства основана на изменении проводимости мемристора в зависимости от уровней глюкозы и инсулина в крови, концентрационные зависимости которых от времени задавались модельными, приближенными к реальным условиям кривыми. В соответствие этим уровням ставятся напряжения, которые подаются на два контакта мемристора. При одновременном обнаружении высокого уровня глюкозы и инсулина сопротивление мемристора снижается. Медленная кинетика резистивного переключения использованного мемристора позволяет реализовать накопительный эффект, что позволяет сгладить непродолжительные флуктуации концентраций глюкозы и инсулина. Преимуществами предлагаемого устройства являются его низкое энергопотребление, а также простота изготовления и использования: в конечном виде оно может состоять лишь из двух датчиков (глюкозы и инсулина), небольшого источника питания и одного мемристивного элемента, без сложной периферийной электроники. 
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